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Распределение по импульсам электронов, генерируемых при межзон-

ном поглощении поляризованного излучения в полупроводниках, явля-
ется анизотропным. Правила отбора для оптических переходов приводят 
к тому, что при поглощении линейно поляризованного света импульсы 
электронов, возбужденных из состояний тяжелых дырок, преимущест-
венно перпендикулярны вектору напряженности электрического поля 
излучения. При переходах из подзоны легких дырок импульсы носителей 
в основном ориентированы вдоль вектора напряженности [1]. Если рас-
сеяние на поверхности является диффузным, то фотовозбужденные но-
сители тока, летящие к поверхности, быстрее потеряют свой импульс из-
за дополнительного рассеяния на поверхности, чем носители, двигаю-
щиеся вглубь образца. В результате, наряду с диффузионным фототоком, 
перпендикулярным поверхности образца, возникает фототок, направлен-
ный параллельно поверхности [2].  

В настоящей работе построена теоретическая модель данного эффекта 
для возбуждения полупроводников субпикосекундными лазерными им-
пульсами. В этом случае анизотропия распределения фотовозбужденных 
носителей по импульсам сохраняется в течение всего времени формиро-
вания фототока. В результате, параллельная поверхности составляющая 
тока может давать вклад в генерацию электромагнитного излучения те-
рагерцового диапазона, сравнимый с вкладом нормальной к поверхности 
компоненты. Учет кубической симметрии, выражающейся в гофрировке 
валентной зоны, приводит к зависимости вероятности фотогенерации 
электронов, от ориентации вектора поляризации излучения относительно 
кристаллографических осей полупроводника. Данный эффект приводит к 
азимутальной анизотропии генерации терагерцового излучения, что на-
блюдалось экспериментально [3]. 
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